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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

PREAMBULE

1) Les—décisions—ou-accords—officiels—dela-C.EL—ence—guiconcerneles—guestions fpnh® préparss par des Comités

[’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces quesii
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréés

3) PDans le but d’encourager cette unification internationale, la C.E.I. expkime le W

La présente
teyrs. <>

e

»n
yANE =]

ts se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

ossédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ce$ Tégles gufient’ comme Base fi
q

s, expriment-dans la plus grande

émités nationaux.

imités nationaux ne
ndamentale de ces

our harmoniser les
nales le permettent

fs & semiconduc-

8 et des projets
ndres en 1960.

mités nationaux

Allemagne Pays-Bas

Autriche Portugal

Belgique Roumanie

Danemark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

France Turquie

Israél Union des Républiques Socialistes
Italic ' Soviétiques

Le Comité National Suédois a voté contre la publication uniquement parce qu’il ne pouvait pas

accepter ’emploi de Ja lettre ¥ au liew de U pour la tension.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I.LE.C. on technical matters, prepared by Techpi

all the Ndtional Committees having a special interest therein are represented, express, asnearly @s

national cpnsensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have¢ the form of recommendations for international use and they are accepted b
that sensg

3) In order {o promote this international unification, the I.E.C. expresses the
as yet no |national rules, when preparing such rules, should use the LE.C:
for these tules in so far as national conditions will permit.

4) The desirgbility is recognized of extending international agreement
national sfandardization rules with these recommendations in
Committegs pledge their influence towards that end.

in 1959 an
As ¢
the Six M

The tries voted explicitly in favour of publication:

on which
an inter-

ks having
ntal basis

armonize
National

devices.

Madrid

hl under

ustria Netherlands
Belgium Portugal
Czechoslovakia Romania
Denmark Turkey
France United Kingdom
Germany Union of Soviet Socialist Republics
Isracl United States of America
Italy

The Swedish National Committee voted against approval, solely on the grounds that it could not

accept the use of the letter symbol V instead of U for voltage.
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La présente recommandation a ét¢é établie par le Comité d’Etudes N° 47 au licu du Comité d’Etudes
Ne 25: Symboles littéraux ct signes, car le CE 25 n’a pas encore inclus dans la Publication 27 de la C.E.L
des symboles littéraux pour les dispositifs & semiconducteurs et que le CE 47 a un urgent besoin de ces
symboles pour la suite de ses travaux.

Le point litigieux important entre la présente publication et la Publication 27 de la C.E.L est ’emploi
du symbole de réserve ¥ au lieu du symbole principal U pour indiquer la tension et la différence de potentiel.
Le Comité d’Etudes N° 47 a recommandé ’emploi du symbole littéral ¥ pour la tension et les symboles
dérivés car la plupart des pays I’emploient dans le domaine des dispositifs a semiconducteurs et généra-
lement dans le domaine de I’électronique.

Cependant, "utilisation du symbole U demeure possible, bien entendu.

Ce qui suit relate un échange de commentaires entre le Sous-Comité 39-2 (maintenant le Comité
d’Ftudes N° 47) et le Groupe de Travail respectif du Comité d’Etudes N° 25.

Le Groupe de Travail « Electronique et Télécommunications » du ¢ %, a sa réunion
de Belgrade en mars 1960, demanda s’il n’était pas possibd majuscules. Le
Sous-Comité 39-2 examina cette question a Londres en jyin ivement. ‘

quantités envi-
établies par le

es INO 25 a fait
anées du temps,
symbole fonda-
mental <.

Le Comité d’ le revision de la
3me éd {>une impulsion
et ¢, poulie h Publication 27,
mps fq, &y, etc...

avec les conven-
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The present recommendation was prepared by Technical Committee No. 47 instead of Technical
Committee No. 25, Letter symbols and signs, because TC 25 has not yet included letter symbols for semi-
conductor devices in I.E.C. Publication 27, and because such letter symbols were urgently required in the
work of Technical Committee No. 47.

The main point of difference between the present publication and I.E.C. Publication 27 is the use
of the reserve symbol ¥ instead of the chief symbol U for voltage or potential difference. Technical
Committee No. 47 recommended the use of the letter symbol V for voltage and derived symbols, as most
countries use it in the field of semiconductor devices and generally in the field of electronics.

However, the use of the symbol U is of course permissible.

The following is a record of an exchange of comments between Sub-Committee 39-2 (now Tech-
nical Committee No. 47) and the respective Working Group of Technical CommittgeNe, 25.

1. Use of lower case-letters for the parameters of the device itself

The Wqrking Group “Electronics and Telecommunications’ of Teehnical & i . 25 at its
meeting| held in Belgrade in March 1960, asked if it was not possit Sub-

Commiiftee 39-2 examined this question in London in June 1968 e negativg.

Technical Committee No. 47 does not think that the use gf lower=sase¢tters
considefation is in contradiction with any I.LE.C. documient 01 any g
Commiftee No. 25.

Qr the quantitigs under
gnerabules set up by Technical

2. Times apd Duration  tg, ts, toy, Iy, Ly, Ly

The Wq Technical Committee No. 25 feported
the inteption to reserve the/lett f values of time and as the above symbols [tq to £,
indicatg time intervals, the b
Technigal Com h of the
third edlition of Rubli e and 7,

for puly reserved
for timi nstants.
On thig conven-

tions €3



https://iecnorm.com/api/?name=9fa61e3a15f2e7245008f931c8a24831

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

1. Domaine d’application

Cette recommandation fournit un systéme uniforme de symboles littéraux pour le domaine des
dispositifs a semiconducteurs.

2. Définitions des termes utilisés dans la présente recommandation

Les termes, les définitions et les symboles généraux se trouvent dans les publications existantes
de la C.E.I traitant du vocabulaire électrotechnique international et des symibeles littéraux.

3. | Grandeurs électriques

3.1l Symboles de grandeurs

3.1}1  Les valeurs instantanées du courant, de la tensiondet de qui varieft avec le temps

aces seront représertées par la lettre

ntanées seront indiquées par des inflices majuscules.

guer entre elles les valeurs maximales, moyennes, effiaces, les valeurs
es pourront étre représentées par 1’addition des indices m oy M et av ou AV.

ExempleS: Icm ’ ICM ’ Icav ’ ICAV

imales peuvent aussi &tre représentées par le signe = au-dessus [du symbole, par

I, et I

3.2.4 Liste d’indices (pour les exemples, voir la figure 1 et le tableau de base des symboles, 3.2.5)

E, e = Borne de I’émetteur
B,b = Borne de la base
C,c = Borne du collecteur
L, = Borne arbitraire

X, x == Nceeud de circuit

M, m = Valeur maximale
MIN, min = Valeur minimale

AV, av = Valeur moyenne
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LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

1. Scope

This recommendation provides a uniform system of letter symbols to be used in the semiconductor
field.

2. Definitions of terms used in this recommendation

The general terms, definitions and symbols can be found in existing L.E.C. P}b%tions dealing

1 3 M i | 1 % + L ] Iasal A 1 24 bal
Wlth ll’lterna TOUTTAT CTUUTTOTOUTHTIICAT v OCAdUTTAT y— AT TCTIVT S yITTUOTSY

3. Electricql quantities

3.1 Quantily symbols

3.1.1 Instaptaneous values of current, voltage and power, which
apprgpriate lower-case letter.

presented| by the

Examples: i, v, p

3.1.2 Maxi
case |etter.

upper-

3.2 Subscripts for quantity symbols

3.2.1 D.C.|values and inst

3.2.2 The yalues o

323

icafed by lower-case subscripts.
Veb » Veb’pc’Pc

average, or root-mean-square values, maximum or gverage
he addition of a subscript m or M and av or AV.
Examples: I, , Ion s Leay 5 oav

be indicated by the sign ~ over the symbol, e.g.:

;c and ;c

3.2.4 List of subscripts (for examples, see Figure 1 and Basic Symbols Chart, 3.2.5).

E, e = Emitter terminal
B,b = Base terminal
C,c = Collector terminal
J,] = General terminal
X, x = Circuit node

M, m = Maximum value
MIN, min = Minimum value

AV, av = Average value
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3.2.5 Tuableau de base des symboles

— 10 —

Les symboles de grandeurs ‘

conjointement avec les i,voup I, VoulP
indices se référent &:
e la valeur instantanée de la composante la valeur efficace de la composante va-
variable riable, ou (avec les indices supplémentaires
b appropriés) ia valeur maximale ou moyen-
ne (en courant continu) de la composante
¢ variable
E la valeur totale instantanée la valeur moyenne (en courant continu
(avec les indices supplé-
B valeur moyenne
aleur maximale
C

3.3| Conventions pour I’association des indices

“ 3311 Courants

3.312 Tensions

Normalement,
mesurée. Lg
de circuit.

Exemples: Viegg s Yoo » Vane

r est positif.)

[s la tension est
ence ou le nceud

3.33  Dans les dispositils ayant plus d unec borne du meéme type, les indices des bornes seront modifiés
en ajoutant un chiffre a la suite de I’indice et sur la méme ligne:

Exemple: Vi, p

\ tension entre la seconde
| base et ’émetteur

Dans les dispositifs & plusieurs sections, les indices des bornes seront modifiés par un chiffre précé-

dant ’indice de borne:

Exemple: Vip.on

tension entre la base de

la premiére section et

celle de la seconde
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3.2.5 Basic symbols chart

The quantity symbols
in conjunction with i,vorp I, VorP
the subscripts refer to:

S the instantaneous value of the varying the r.m.s. value of the varying compo-
component nent, or (with appropriate subscripts) the
maximum or the average (d.c.) value of
the varying component

c

E the instantaneous total value the average (d.c.) /a-}ue\(no signal), or
twithr—appropriate Tadditionatsmhscripts)

B i ¢ Nlal), or

C

3.3  Conventions for subscript sequence

3.3.1 Cunrents

Thd
(Co

3.3.2 Voltages

Notmally, two sub cript ka ki easured.
Thg first subscript {nd i

node.
Whiere ther@)

3.3.3 Sy

he circuit

Suy
Examples: Vip s Ve > Van
Thy inal’may then be indicated by a third subscript:

Examples: Vigg , Vees > Vanc

3.3.4 In devices having more than one terminal of the same type, the terminal subscripts are modified by
adding a number following the subscript and on the same line:

y voltage between second base

Example: Vg, g | and emitter

In multiple wnit devices, the terminal subscripts are modified by a number preceding the terminal
subscript :
voltage between the base of
Example: Vg .5 ] the first unit and that of

" the second
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3.3.5 Exemple d’application des régles

La figure 1 représente le courant collecteur d’un transistor, constitué par un courant continu et une
composante variable.

>

Valeur efficace de la composante variable

T

lem — Valeur maximale de la
composante variable

Courant
collecteur

Valeur moyenhe de la___ @I av
composante pariable <

composante variable

ICAV —Vvaleur totale

moyenne
Valeuren courant _L /o Valeur totale — ICM
continu sans|signal l maximale l
=
Absence Avsé sighal) \ > Temys

de signal \/
QO

4. Pdarameétres électriques

admittances,
bole avec les

s lesquels le
s majuscules

Exemples: H11 , Zzz s H21 5 Y12

42 Indd berbesof ot
. CLIT RS yrriivuvits  uc urarricirts

4.2.1 Les valeurs statiques des paramétres seront indiquées par des indices majuscules.
Exemples: ry, h;1
Note.—La valeur statique est la pente de la droite joignant I’origine au point de fonctionnement sur la courbe de la

caractéristique appropriée, c’est-a-dire le quotient des quantités électriques appropriées, au point de fonc-
tionnement.

4.2.2 Les valeurs des parametres, pour de petits signaux seront indiquées par des indices minuscules.

Exemples: r,, ¥, , A1y » Zagp
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3.3.5 Examples of the application of the rules

Figure 1 represents a transistor collector-current consisting of a direct current and a varying
component.

A

R.M.S8. varying component value

!

..................... lem — Maximum varying

/_\l’\ component value

Collector
current

Average varying 7 )
component value feay
| ht value
Icav — Average total
value
D.C. value Ic Maximum __ jom
no signal l total value
No signal With s@nalﬂ ) Time

V6D

4. Electricpl parameters

4.1 Parampter symbols

4,1.1 The - amet - other resistances, impedances, admittances, etc...
inhe pscripts.

4.1.2 The
a paj

ms only

Examples: Hy, Zy, Huy Y12

42 Subsc ij/io fu: yulunlcfc: Q)/IHIIJUL,J

4.2.1 The static values of parameters are indicated by upper-case subscripts.

Examples: rg, fijip

Note.—The static value is the slope of the line from the origin to the operating point on the appropriate characteristic
curve, i.e. the quotient of the appropriate electrical quantities at the operating point.

4.2.2 The small-signal values of parameters are indicated by lower-case subscripts,

Examples: ry, . » fyyy > Zagp
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42,3 La paire d’indices numériques ou le premier indice, en notation matricielle, identifiera 1’¢lément
considéré de la matrice d’un quadripdéle.

11 (ou i) = entrée
22 (ou 0) == sortie
21 (ou f) = transfert direct
12 (ou r) = transfert inverse
Exemples: V) = byl + hiVs
L = huli + hpVs

Notes 1) Les symboles des tensions et courants en notation matricielle seront indiqués par un indice & un chiffre.
L’indice 1 = entrée

L’indice 2 = sortie

4, ﬁtage du circuit.
e — émetteur commun '
b = base commune
¢ = collecteur commun
J borne commune arbitraire

Exemples: (b

es paramétres des

des semiconduc-
es 3 et 4 de cette
rd

Noms Symboles littéraux Notes
Capacité d’entrée Cip ou  Cip L’utilisation pour ce symbole d’une
(sortie court-circuitée pour le courant alternatif) lettre majuscule est une exception a la

Cite ou  Cie

régle énoncée dans le paragraphe 4.1.1

Capacité de sortie Cuop ou  Cop L’utilisation pour ce symbole d’une lettre
(entrée en circuit ouvert pour le courant alternatif) c C majuscule est une exception a la régle
22¢ OU oe énoncée dans le paragraphe 4.1.1
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4.2.3 The subscript pair or first subscript, in matrix notation identifies the element of the four-pole matrix.

11 (ori) = input
22 (or 0) = output
21 (or f) = forward transfer

12 (or r) = reverse transfer
Examples: Vi = kil + hioVa
L = hyly + hxV,

Notes 1) The voltage and current symbols in matrix notation are indicated by a single digit subscript.
The subscript 1 = input
The subscript 2 = output RN

2) The voltages and currents in these equations may be complex quantities.

4.2.4 Thg subscript following the numeric pair or the second subscript ident hecirot ¢ ﬁg>ration.

¢ = common emitter

b == common base

¢ = common collector

j = common terminal, general

WH

425 1If i
fol

eters, the

5. List of
The I general,
has been ation.
Name ' Letter symbol Notes
Input capacitance Ciie or Cip The use of the upper-case symbol is an
(output short-circuited to a.c.) ) exception to the rules set forth in Sub-
Cite  or  Cie clause 4.1.1
Output capacitance Cupp  or  Copb The use of the upper-case symbol is an
(input open-circuited to a.c.) exception to the rules set forth in Sub-
Caze or Coe clause 4.1.1
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Noms

Symboles littéraux

Notes

Fréquence de coupure Szt ou  fiurb La fréquence de coupure est celle qui
. s’applique au paramétre indiqué par ’in-
fizte  ou  fhfe appuq p quep
dice du symbole
f;/21e ou fyfe
Fréquence maximale d’oscillation Smax
Fréquence du rapport de transfert N
unité du courant (fréquence unité)
Frdquence de transition T A
Valeur statique de la résistance d’entrée his ou Ay
(tenpion de sortie maintenue constante) hiE ou Mg
hiic  ou  hic

Valeur de I'impédance d’entrée, sortie en
coyrt-circuit pour de petits signaux

Valeur statique du rapport de transfer
inverse de la tension

N hRE
(coyrant d’entrée maintenu constant)
RC
Valeur du rapport de tr hry
la fension, entrée en circhit ou Pre
de |petits signaux
e
Valeur statiq hys  ou hEp L’emploi des symboles aph, etc.... n’est
dirgct du courant, IoiE ou hpg pas recommandé
(teny
ke ou  hpc
iy ou Ay L’emploi des symboles afp, etc.... n’est
ate on Jpe pas recommandé
haic ou kg
Valeuf sta@d&> la conductance de hps  ou  hop
solftie . z
LL AN Ot g
(courant d’entrée maintenu constant)
ke ou  hoc
Valeur de Padmittance de sortie, entrée haop  ou gy
en circuit ouvert pour de petits signaux hoze ou e
hae ou g
Courant résiduel du collecteur
émetteur en circuit ouvert Iceo

base en circuit ouvert

Iceo
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Name

Letter symbol

Notes

Cut-off frequency fiote Of  fheb The cut-off frequency is that applicable
h T .
fiote  OF  fite to the parameter indicated by the subscript
of the symbol
Sfyate or fyfe
Maximum frequency of oscillation Fmax
Frequency of unity current transfer ratio f
T - /
Transition] frequency fr A
(@
Static valge of the input resistance hiiB or [y
(output volthge held constant) hllE or hIE
huc  or  hc
Small-sigrfal value of the short-circuit hi1p or Ay
input imppdance hite or
hite

Static valye of the reverse voltage transfer
ratio

(input curreht held constant)

Small-sigijal value of the open-cir

higp b
reverse vdltage transfer rati n or
1+
’\%c or fiye
Static valyie of the M r trzk\/ hys or hpm Use of the symbols «pp, etc. is |not re-
fer ratio commended
21E  Of  hEp
(output volthge held congfant)
hac  or  hrc
Small-signagl va ueN S ort\csgk hato or hyp Use of the symbols ary, efc. is not re-
forward Lurreag tan e or kg commended
hate  or g
Static value of the output conductance hps  or  hos
(input current held constant) h 20F of & OE
hpc  or  hoc
Small-signal value of the open-circuit hoop or |
output admittance e or e
hoze  or  hgg
Collector cut-off current (reverse current)
Emitter open-circuited Icso

Base open-circuited

Iceo
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Noms

Symboles littéraux

Notes

Courant direct (instantané) d’une diode

Courant résiduel de 1'émetteur IEBO
collecteur en circuit ouvert

Courant résiduel du collecteur Icgs ou Icps
base et émetteur en court-circuit

Courant direct (continu) d’une diode Ir

Courant moyen de sortie (redressé) d’une
dipde

Courant inverse (continu) d’une diode

Courant inverse (instantané) d’une diode

Ficteur de réduction avec la température

Puissance totale d’entrée (continue o
mpyenne) de toutes les électrodes

REsistance de saturation collecteur-
érhetteur

Vi
\'%

Note A. La lettre t sera
symbole de température.

une possibilité de confusi
sentant le « temps », par
feuilles de spécifications,

Si cela n’est pas possible,
de risque de confusion,
indique habituellement

(0 ou 9) devra étre utiliséd

absolue, pourra é&tre utilisfe.

utilisée comme
uand il y aura
n avec t repré-
exemple sur les
la lettre théta
4 la place de t.
bt ’il n’y a pas
a lettre T, qui
a température

Température du boitier

Température de la jonction

Température de stockage

Retard ala croissance ou temps de réponse

tCaSE

sty

fq

Voir note A ci-dessus

. Voir note A ci-dessus

Voir note A ci-dessus
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